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Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 

Firma: TESLA 

Wykonanie: tranzystor polowy MOS w obudowie 
metalowej, kanał typu N 

Zastosowanie: układy o dużej rezystancji wejścio-
wej 

Typy podobne: 3SK21 (Hit) 

Rys. 1-782. KF520 

Wartości charakterystyczne" 

Ids o 
0,01 : t(xA przy UDS = 20 V, UGS = - 3 0 V 

Ud so >30 V przy ID = 1 (j,A, UGS = - 3 0 V 
h 

1 H-3 mA przy UDS = 10 V, Uas = 0 
yzie >300 [J.S przy UDS = 15 V, ID = 5 mA 

>1013 
Ids') < 3 [xA przy UDS = 20 V, UGS 

t a m b = 125°C 
= - 3 0 V 

Q l e 8 pF 

A ID 
• 100 

ID 

- 0 , 1 5 %l°c przy ID = 3 mA A ID 
• 100 

ID 0 %/°c przy ID = 1,5 mA 
A t - 0 , 1 5 % / ° c przy ID = 0,5 mA 

u n 2,4 (xV/Hzi/2 przy UDS = 10 V, ID = 3 mA, / 
u„ 0,25 (xV/Hz1/2 przy Uus = 10 V, ID = 3 mA, / 
U n 0,09 p.V/Hzi/2 przy UDS = 10 V, ID = 3 mA, / 
r22e 200 kQ 
clle 7 pF 
rlle 

c22e 

52 k a rlle 

c22e 7 pF przy U D S = 15 V, I D = 5 mA, / 

r12e 3000 k n 
c12e 1,9 pF 
rlle 

30 k n 1 
clle 

7 pF 1 

r22e 14 k a j przy UDS = 15 V, ID = 5 mA, 
c22e 

7 pF / = 30 MHz 
r12e 1000 k£l 1 
c12e 1,9 pF ) 
rlte 14 k n 
c l l e 7 pF 
r2 2e 

6 kf l przy UDS = 15 V, ID 5 mA, 
c22 c 7 pF f = 50 MHz 
r 12e 500 k n 
cl2e 1,9 pF 

n tamb + 25°C 



KF520 

Wartości graniczne" 

Ups max 30 V p 
tot max 3003) mW 

Ugs max + 702) V 0 max 175 °C 
^D max 30 mA 

t amb —65-H +155 °C 

o t a m b = ~ + 25°C 
2> Uds = 15 V 
3> tumb = 20°C 

Rys. 1-783. Zależność maksymalnej mocy Rys. 1-784. Zależność rezystancji RDS od 
strat od temperatury otoczenia napięcia bramki 

KF5Z0 
Pfot max ~ ' (tamb) \ 

160 tamb [°C]200 



Rys. 1-787. Zależność napięcia szumów od 
częstotliwości 

Rys. 1-788. Zależność współczynnika a od 
prądu drenu 


